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  ВСТУП 

Сульфідна обробка призводить до зменшення щільності поверхневих 

станів напівпровідників групи  А
III

В
V 

 а також суттєво зменшує швидкість 

поверхневої рекомбінації. Це супроводжується покращенням багатьох 

фізико – хімічних властивостей GaAs та приладів на його основі. Зокрема, 

спостерігалося зменшення прямих і зворотних струмів діодів у 

предпробійній області, збільшувалися коефіцієнти підсилення біполярних 

транзисторів, зменшувався поріг лазерної генерації, покращувалися 

характеристики сонячних елементів. В той же час проведені дослідження 

не носили систематичний характер. Залишається невідомим вплив різних 

режимів сульфідної обробки на електричні і фотоелектричні 

характеристики GaAs. 

Метою роботи було вивчення механізмів впливу сульфідної обробки 

різної тривалості  на фоточутливість p-n-переходів на основі GaAs. Для 

виконання поставленої мети досліджувалися спектри фотоструму діодів на 

основі GaAs  до та після сульфідної обробки поверхні з різною тривалістю. 

Сульфідна обробка проводилася у 30% водному розчині сульфіду натрію.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що 

короткотривала сульфідна обробка  збільшує фоточутливість діодів на 

основі GaAs  в інфрачервоній області спектру та супроводжується появою 

додаткових   максимумів у спектрах фотоструму в ультрафіолетовій 

області  спектру. 

Збільшення фоточутливості діодів на основі GaAs в інфрачервоній 

області спектру можна пояснити зменшенням щільності поверхневих 

станів і зменшенням швидкості поверхневої рекомбінації, що відбувається 

після видалення шару природних оксидів. 

Появу додаткових максимумів та їх енергетичне положення у 

спектрах фотоструму в ультрафіолетовій області обумовлено утворенням 

на поверхні GaAs нановимірного шару сульфіду галію, товщина якого 

залежить від часу сульфідної обробки. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Сульфідна обробка дозволяє покращити характеристики 

полупровідникових приборів на основі GaAs. 

2. Сульфідна обробка поверхні призводить до зростання 

фоточутливості в інфрачервоній області спектру та супроводжується 

зменшенням швидкості поверхневої рекомбінації. Такі зміни спектру 

можна пояснити зменшенням щільності поверхневих станів при 

повному або частковому видаленні поверхневих оксидів при 

сульфідній обробці. 

3. При утворенні на поверхні діодів на основі GaAs тонкого шару 

сульфіду галію на спектрах фотоструму з'являються нові максимуми, 

енергетичне положення яких залежить від тривалості сульфідної 

обробки. 

4. Зміни спектру фотоструму діодів на основі GaAsв ультрафіолетовій 

області спектру при збільшені тривалості обробки пов'язані з 

утворенням на поверхні наношарів сульфіду галію. 

5. Товщина шару сульфіду галію, згідно з моделлю нескінченно 

глибокої квантової ями, після 40с. обробки складала 5 нм, а після 

80с. –14 нм, відповідно, що набагато менше довжини хвилі де 

Бройля. 
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